14.Миниатюризация на MOS структурите в ИС. Ефекти на късия и тесния канал.
Ефективната дължина на проводящия канал се променя в зависимост от приложеното напрежение VDS, като нарастването на VDS води до нарастване на обеднената зона при дрейновия преход и съответно скъсяване на канала.
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- при късоканални транзистори при достатъчно големи стойности на VGT коефициентът на насищане на скоростта на токоносителите е по-малък от 1 и следователно транзисторът се насища, преди VDS да достигне стойността VGS–VT. Късоканалните транзистори по-бързо влизат в режим на насищане от транзисторите с дълъг канал
- токът на насищане IDSsat е в линейна зависимост от напрежението гейт-сорс за разлика от транзистора с дълъг канал, където токът зависи от квадрата на VGS. Това ограничава стойността на тока, който се получава на изхода при дадено управляващо напрежение. От друга страна, намаляването на работното напрежение няма да има толкова съществено влияние при субмикронните транзистори, както би имало при транзисторите с дълъг канал.

8.Насоки за алтернативни структури, различни от СМОС
Мултичипният модул се дефинира като електронен модул, съдържащ два или повече чипа на монолитни интегрални схеми, други активни и пасивни компоненти и електрически вериги между тях, поместени на обща подложка и функциониращи съвместно като системен блок. МСМ осигурява входно- изходните връзки на блока, вътрешните електрически връзки между компонентите, топлоотвеждането, механичната здравина и защита на компонентите на модула от околна среда. Чиповете са монтирани директно на повърхността на подложките. Тези подложки осигуряват много висока ефективност на монтажа и много високи електрически показатели

Според вида на подложката и технологиите за създаването им мултичипните модули се разделят на три основни групи :

а) многослойна структура от проводящи и диелектрични слоеве, отложени чрез тънкослойна технология върху керамична или полупроводникова подложка (MCM-D);

б) многослойна структура на слоеве, нанесени по дебелослойна технология върху керамична подложка (МСМ- С);

в) ламинирана многослойна структура, нанесена върху органичен материал по подобие на стандартна платка (printed wiring board – PWB), но с много по-малки размери на проводящите шини и разстоянията между тях и по- плътно разположени компоненти (МСМ-L).
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